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【はじめに】我々の研究グループでは有機金属気相エピタキシャル (OMVPE)法を用い

て Eu添加 GaN(GaN:Eu)を作製し、電流注入による赤色発光 GaN:Eu LEDを報告してき

た[1]。本研究では、さらなる光出力増大を目指して、GaN/AlGaN 多重量子井戸構造へ

の Eu添加を行っている。今回、20層積層 Eu 添加 GaN/AlGaN (MQW:Eu)構造を活性層

に用いた LEDを作製し、その発光効率を評価した。 

【実験方法】試料は OMVPE 法によりサファイア基板上に成長した。n 型 GaN を成長

後、活性層 MQW:Eu を成長し、最後に p 型 GaN を成長した。Eu 添加 GaN 層、AlGaN

層の膜厚およびAl組成はそれぞれ 4.3 nm, 12 nm, 0.08とした。また、Eu原料にはEuCp
pm

2

を用いた。試料は Mgの活性化アニールを行った後、ドライエッチングにより n型 GaN

を露出させた。試料評価は I-V 測定と I-L 測定により電気特性と発光特性を評価した。 

【実験結果】I-V 測定の結果と I-L測定の結果を Fig. 1 と Fig. 2 にそれぞれ示す。I-V 測

定より逆バイアス時の漏れ電流は 0.008 mA程度であり、順バイアス時には閾値電圧(8.3 

V)以上で電流が流れるダイオード特性が得られた。I-L 測定では電流の増加に伴い、発

光強度が飽和し、従来の GaN:Eu LEDと同様な特性を示した[2]。発光が飽和する電流密

度 2.5 A/cm
2における光出力は 13.3 W であった。この光出力を Eu 添加 GaNの膜厚で

規格化したときの値は 0.15 W/nmとなり、50 W を示す従来の GaN:Eu LEDの 0.056 

W/nmに比べて約 3倍に発光効率が増大することが分かった。 
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Fig. 1  I-V curve of MQW:Eu LED. Fig. 2  I-L curves of MQW:Eu LED and 

GaN:Eu LED normalized by their 

GaN:Eu layer thicknesses.  
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